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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　載置面に区画形成された金属検知エリアに配置した金属検知コイルを励磁し、前記金属
検知コイルから放射される電磁波を利用して、前記載置面上の金属の有無を検知する金属
検知方法であって、
　単一の基本周波数からなる正弦波の発振電流にて前記金属検知コイルを励磁し、前記金
属検知コイルから電磁波を放射し、
　前記金属検知コイルに流れる前記発振電流における前記基本周波数の変動の有無によっ
て、金属の有無を検知するようにしたことを特徴とする金属検知方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の金属検知方法において、
　前記発振電流における前記基本周波数の変動の有無は、前記基本周波数に対する高調波
の有無であって、前記高調波が有る時、金属が有ると検知するようにしたことを特徴とす
る金属検知方法。
【請求項３】
　載置面に区画形成された金属検知エリアに配置した金属検知コイルを励磁し、前記金属
検知コイルから放射される電磁波を利用して、前記載置面上の金属の有無を検知する金属
検知装置であって、
　単一の基本周波数からなる正弦波にて発振し、その単一の基本周波数からなる正弦波の
発振電流にて前記金属検知コイルを励磁する発振回路と、
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　前記発振電流を入力し、前記発振電流中の単一の基本周波数成分をカットし、前記基本
周波数成分に対する高調波成分を検出し検出信号として出力する高調波レベル検出回路と
、
　前記高調波レベル検出回路の検出信号の信号レベルと予め定めた基準値を比較し、比較
結果に基づいて金属の有無を判定する比較回路と、
　前記比較回路が金属を検出した時、報知手段を駆動して金属を検出した旨を報知する処
理回路と
を備えたことを特徴とする金属検知装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の金属検知装置において、
　前記高調波レベル検出回路は、前記発振電流において、前記基本周波数より高い周波数
帯を濾波しその濾波信号を出力するフィルタ回路と、前記フィルタ回路からの濾波信号を
増幅して検出信号として前記比較回路に出力する増幅回路とからなることを特徴とする金
属検知装置。
【請求項５】
　請求項３に記載の金属検知装置において、
　前記高調波レベル検出回路は、高速フーリエ変換回路であって、発振電流から高調波成
分を抽出し、その抽出した高調波成分の検出レベルを検出信号として、比較回路に出力す
ることを特徴とする金属検知装置。
【請求項６】
　請求項３～５のいずれか１つに記載の金属検知装置において、
　前記報知手段は、表示ランプであることを特徴とする金属検知装置。
【請求項７】
　載置面に区画形成された給電エリアに電気機器が載置され、その電気機器に設けた受電
装置の２次コイルに対して、前記給電エリアに配置した１次コイルを励磁して電磁誘導を
利用して給電を行う非接触給電装置の金属検知方法であって、
　前記載置面に区画形成された給電エリアに金属検知コイルを配置し、
　単一の基本周波数からなる正弦波の発振電流にて前記金属検知コイルを励磁して、前記
金属検知コイルから電磁波を放射し、
　前記金属検知コイルに流れる前記発振電流における基本周波数の変動の有無によって、
金属の有無を検知するようにしたことを特徴とする非接触給電装置の金属検知方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の非接触給電装置の金属検知方法において、
　前記発振電流における前記基本周波数の変動の有無は、前記基本周波数に対する高調波
の有無であって、前記高調波が有る時、金属が有ると検知するようにしたことを特徴とす
る非接触給電装置の金属検知方法。
【請求項９】
　載置面に区画形成された給電エリアに電気機器が載置され、その電気機器に設けた受電
装置の２次コイルに対して、前記給電エリアに配置した１次コイルを励磁して電磁誘導を
利用して給電を行う非接触給電装置であって、
　前記載置面に区画形成された給電エリアに配置した金属検知コイルと、
　単一周波数の正弦波にて発振し、その単一の基本周波数からなる正弦波の発振電流にて
前記金属検知コイルを励磁する発振回路と、
　前記発振電流を入力し、前記発振電流中の単一の基本周波数成分をカットし、前記基本
周波数成分に対する高調波成分を検出し検出信号として出力する高調波レベル検出回路と
、
　前記高調波レベル検出回路の検出信号の信号レベルと予め定めた基準値を比較し、比較
結果に基づいて金属の有無を判定する比較回路と、
　前記比較回路が金属を検出した時、前記１次コイルの給電のための励磁制御を停止させ
る制御回路と
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を備えたことを特徴とする非接触給電装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の非接触給電装置において、
　前記高調波レベル検出回路は、前記発振電流において、前記基本周波数より高い周波数
帯を濾波しその濾波信号を出力するフィルタ回路と、前記フィルタ回路からの濾波信号を
増幅して検出信号として前記比較回路に出力する増幅回路とからなることを特徴とする非
接触給電装置。
【請求項１１】
　請求項９に記載の非接触給電装置において、
　前記高調波レベル検出回路は、高速フーリエ変換回路であって、発振電流から高調波成
分を抽出し、その抽出した高調波成分の検出レベルを検出信号として比較回路に出力する
ことを特徴とする非接触給電装置。
【請求項１２】
　請求項９～１１のいずれか１つに記載の非接触給電装置において、
　前記載置面に区画形成された前記給電エリアは、複数区画形成され、その複数の区画形
成された前記各給電エリアにそれぞれ前記１次コイル及び前記金属検知コイルが配置され
、
　前記各給電エリアの前記金属検知コイルに対して、発振回路、前記高調波レベル検出回
路及び比較回路からなる金属検知回路を有し、前記各金属検知回路は前記制御回路にて統
括制御されることを特徴とする非接触給電装置。
【請求項１３】
　請求項９～１２のいずれか１つに記載の非接触給電装置において、
　金属の有無を報知する報知手段を備え、前記制御回路は、前記比較回路の検出結果に基
づいて前記報知手段を駆動制御することを特徴とする非接触給電装置。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の非接触給電達装置において、
　前記報知手段は、表示ランプであることを特徴とする非接触給電装置。
【請求項１５】
　載置面に区画形成された給電エリアに電気機器が載置され、その電気機器に設けた受電
装置の２次コイルに対して、前記給電エリアに配置した１次コイルを励磁して電磁誘導を
利用して給電を行う非接触給電装置の金属検知方法であって、
　単一の基本周波数からなる正弦波の発振電流にて前記１次コイルを励磁して、前記１次
コイルから電磁波を放射し、
　前記１次コイルに流れる前記発振電流における基本周波数の変動の有無によって、金属
の有無を検知するようにしたことを特徴とする非接触給電装置の金属検知方法。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の非接触給電装置の金属検知方法において、
　前記発振電流における前記基本周波数の変動の有無は、前記基本周波数に対する高調波
の有無であって、前記高調波が有る時、金属が有ると検知するようにしたことを特徴とす
る非接触給電装置の金属検知方法。
【請求項１７】
　載置面に区画形成された給電エリアに電気機器が載置され、その電気機器に設けた受電
装置の２次コイルに対して、前記給電エリアに配置した１次コイルを励磁して電磁誘導を
利用して給電を行う非接触給電装置であって、
　単一周波数の正弦波にて発振し、その単一の基本周波数からなる正弦波の発振電流にて
前記１次コイルを励磁する励磁回路と、
　前記発振電流を入力し、前記発振電流中の単一の基本周波数成分をカットし、前記基本
周波数成分に対する高調波成分を検出し検出信号として出力する高調波レベル検出回路と
、
　前記高調波レベル検出回路の検出信号の信号レベルと予め定めた基準値を比較し、比較
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結果に基づいて金属の有無を判定する比較回路と、
　前記比較回路が金属を検出した時、報知手段を駆動して金属を検出した旨を報知する処
理回路と
を備えたことを特徴とする非接触給電装置。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の非接触給電装置において、
　前記高調波レベル検出回路は、前記発振電流において、前記基本周波数より高い周波数
帯を濾波しその濾波信号を出力するフィルタ回路と、前記フィルタ回路からの濾波信号を
増幅して検出信号として前記比較回路に出力する増幅回路とからなることを特徴とする非
接触給電装置。
【請求項１９】
　請求項１７に記載の非接触給電装置において、
　前記高調波レベル検出回路は、高速フーリエ変換回路であって、発振電流から高調波成
分を抽出し、その抽出した高調波成分の検出レベルを検出信号として比較回路に出力する
ことを特徴とする非接触給電装置。
【請求項２０】
　請求項１７～１９にいずれか１つに記載の非接触給電達装置において、
　前記報知手段は、表示ランプ及びブザーの少なくともいずれか一方であることを特徴と
する非接触給電装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金属検知方法及び金属検知装置、並びに、非接触給電装置の金属検知方法及
び非接触給電装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電磁誘導方式の非接触電力伝達装置には、載置面に金属が載置された場合、電気
機器の給電中に金属が誘導加熱してしまうのを防止するために金属検知装置を備えている
ものが種々提案されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１では、周波数追従回路であって、共振周波数を探索して、（１）何
も置かれていない場合、（２）正規に受電回路が置かれている場合、（３）金属等の異物
が置かれている場合を判断するものである。
【０００４】
　また、特許文献２では、負荷変調によるコイル電圧の振幅の変化をモニタして金属等の
異物検知を行うものであった。
　さらに、特許文献３では、１次コイルへの印加信号の強度を２種類に変化させられるよ
うにして、これを１次側で消費電力をモニタすることで異物の有無を確認するものであっ
た。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－２９５７９６号公報
【特許文献２】特開２００８－２３７００６号公報
【特許文献３】特表２０１１－５０７４８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１では、給電回路上と正規の受電回路の間に金属が挟み込まれ
ている場合、正規の受電回路が配置された影響が強く金属の有無に対する判定が困難であ
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った。つまり、正規の受電回路が置かれた際の周波数との差が小さく、挟み込まれた場合
の検出が困難となる。
【０００７】
　また、特許文献２では、負荷変調を前提としていることから、２次機器が必須であり、
１次側に金属が載っているだけの状態では検知ができない。しかも、負荷変調による振幅
変化によって金属検知を行おうとした場合、金属のサイズ及び厚さが微小であると、振幅
値の変化量は小さく検出が困難になる。
【０００８】
　また、特許文献３では、基本波の強度変化をモニタしているため、金属に対する変化量
が微小であり、判定が困難となる問題があった。しかも、信号強度を２種類変化させるた
めに、電源が２系統必要となることから、コスト及びサイズの面でデメリットとなる。
【０００９】
　さらに、近年、非接触給電装置は、その普及が著しく、その給電対象物が広くなるとと
もに使用環境も広範囲となってきている。そのため、使用環境に左右されずに、上記の方
法以外の精度の高い新たな方式の金属方法が望まれている。
【００１０】
　また、非接触給電装置以外、例えば物体が金属か合成樹脂等の非金属かどうかを非接触
にて検出する金属検出装置においても新たな方式の金属検知方法及びその検知装置が望ま
れている。
【００１１】
　本発明は、上記問題を解決するためになされたものであり、その目的は、金属か非金属
かを精度よく検知することのできる金属検知方法及び金属検知装置、並びに、非接触給電
装置の金属検知方法及び非接触給電装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するために、本発明の金属検知方法は、載置面に区画形成された金属検
知エリアに配置した金属検知コイルを励磁し、前記金属検知コイルから放射される電磁波
を利用して、前記載置面上の金属の有無を検知する金属検知方法であって、単一の基本周
波数からなる正弦波の発振電流にて前記金属検知コイルを励磁し、前記金属検知コイルか
ら電磁波を放射し、前記金属検知コイルに流れる前記発振電流における前記基本周波数の
変動の有無によって、金属の有無を検知するようにしたことを特徴とする。
【００１３】
　また、上記構成において、前記発振電流における前記基本周波数の変動の有無は、前記
基本周波数に対する高調波の有無であって、前記高調波が有る時、金属が有ると検知する
ようにしたことが好ましい。
【００１４】
　上記課題を解決するために、本発明の金属検知装置は、載置面に区画形成された金属検
知エリアに配置した金属検知コイルを励磁し、前記金属検知コイルから放射される電磁波
を利用して、前記載置面上の金属の有無を検知する金属検知装置であって、単一の基本周
波数からなる正弦波にて発振し、その単一の基本周波数からなる正弦波の発振電流にて前
記金属検知コイルを励磁する発振回路と、前記発振電流を入力し、前記発振電流中の単一
の基本周波数成分をカットし、前記基本周波数成分に対する高調波成分を検出し検出信号
として出力する高調波レベル検出回路と、前記高調波レベル検出回路の検出信号の信号レ
ベルと予め定めた基準値を比較し、比較結果に基づいて金属の有無を判定する比較回路と
、前記比較回路が金属を検出した時、報知手段を駆動して金属を検出した旨を報知する処
理回路とを備えたことを特徴とする。
【００１５】
　また、上記構成において、前記高調波レベル検出回路は、前記発振電流において、前記
基本周波数より高い周波数帯を濾波しその濾波信号を出力するフィルタ回路と、前記フィ
ルタ回路からの濾波信号を増幅して検出信号として前記比較回路に出力する増幅回路とか
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らなることが好ましい。
【００１６】
　また、上記構成において、前記高調波レベル検出回路は、高速フーリエ変換回路であっ
て、発振電流から高調波成分を抽出し、その抽出した高調波成分の検出レベルを検出信号
として比較回路に出力することが好ましい。
【００１７】
　また、上記構成において、前記報知手段は、表示ランプであることが好ましい。
　上記課題を解決するために、本発明の非接触給電装置の金属検知方法は、載置面に区画
形成された給電エリアに電気機器が載置され、その電気機器に設けた受電装置の２次コイ
ルに対して、前記給電エリアに配置した１次コイルを励磁して電磁誘導を利用して給電を
行う非接触給電装置の金属検知方法であって、前記載置面に区画形成された給電エリアに
金属検知コイルを配置し、単一の基本周波数からなる正弦波の発振電流にて前記金属検知
コイルを励磁して、前記金属検知コイルから電磁波を放射し、前記金属検知コイルに流れ
る前記発振電流における基本周波数の変動の有無によって、金属の有無を検知するように
したことを特徴とする。
【００１８】
　また、上記構成において、前記発振電流における前記基本周波数の変動の有無は、前記
基本周波数に対する高調波の有無であって、前記高調波が有る時、金属が有ると検知する
ようにしたことが好ましい。
【００１９】
　上記課題を解決するために、本発明の非接触給電装置は、載置面に区画形成された給電
エリアに電気機器が載置され、その電気機器に設けた受電装置の２次コイルに対して、前
記給電エリアに配置した１次コイルを励磁して電磁誘導を利用して給電を行う非接触給電
装置であって、前記載置面に区画形成された給電エリアに配置した金属検知コイルと、
　単一の周波数からなる正弦波にて発振し、その単一の基本周波数からなる正弦波の発振
電流にて前記金属検知コイルを励磁する発振回路と、前記発振電流を入力し、前記発振電
流中の単一の基本周波数成分をカットし、前記基本周波数成分に対する高調波成分を検出
し検出信号として出力する高調波レベル検出回路と、前記高調波レベル検出回路の検出信
号の信号レベルと予め定めた基準値を比較し、比較結果に基づいて金属の有無を判定する
比較回路と、前記比較回路が金属を検出した時、前記１次コイルの給電のための励磁制御
を停止させる制御回路とを備えたことを特徴とする。
【００２０】
　また、上記構成において、前記高調波レベル検出回路は、前記発振電流において、前記
基本周波数より高い周波数帯を濾波しその濾波信号を出力するフィルタ回路と、前記フィ
ルタ回路からの濾波信号を増幅して検出信号として前記比較回路に出力する増幅回路とか
らなることが好ましい。
【００２１】
　また、上記構成において、前記高調波レベル検出回路は、高速フーリエ変換回路であっ
て、発振電流から高調波成分を抽出し、その抽出した高調波成分の検出レベルを検出信号
として比較回路に出力することが好ましい。
【００２２】
　また、上記構成において、前記載置面に区画形成された前記給電エリアは、複数区画形
成され、その複数の区画形成された前記各給電エリアにそれぞれ前記１次コイル及び前記
金属検知コイルが配置され、前記各給電エリアの前記金属検知コイルに対して、前記発振
回路、前記高調波レベル検出回路及び前記比較回路からなる金属検知回路を有し、前記各
金属検知回路は前記制御回路にて統括制御されることが好ましい。
【００２３】
　また、上記構成において、金属の有無を報知する報知手段を備え、前記制御回路は、前
記比較回路の検出結果に基づいて前記報知手段を駆動制御することが好ましい。
　また、上記構成において、前記報知手段は、表示ランプであることが好ましい。
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【００２４】
　上記課題を解決するために、本発明の非接触給電装置の金属検知方法は、載置面に区画
形成された給電エリアに電気機器が載置され、その電気機器に設けた受電装置の２次コイ
ルに対して、前記給電エリアに配置した１次コイルを励磁して電磁誘導を利用して給電を
行う非接触給電装置の金属検知方法であって、単一の基本周波数からなる正弦波の発振電
流にて前記１次コイルを励磁して、前記１次コイルから電磁波を放射し、前記１次コイル
に流れる前記発振電流における基本周波数の変動の有無によって、金属の有無を検知する
ようにしたことを特徴とする。
【００２５】
　また、上記構成において、前記発振電流における前記基本周波数の変動の有無は、前記
基本周波数に対する高調波の有無であって、前記高調波が有る時、金属が有ると検知する
ようにしたことが好ましい。
【００２６】
　上記課題を解決するために、本発明の非接触給電装置は、載置面に区画形成された給電
エリアに電気機器が載置され、その電気機器に設けた受電装置の２次コイルに対して、前
記給電エリアに配置した１次コイルを励磁して電磁誘導を利用して給電を行う非接触給電
装置であって、単一周波数の正弦波にて発振し、その単一の基本周波数からなる正弦波の
発振電流にて前記１次コイルを励磁する励磁回路と、前記発振電流を入力し、前記発振電
流中の単一の基本周波数成分をカットし、前記基本周波数成分に対する高調波成分を検出
し検出信号として出力する高調波レベル検出回路と、前記高調波レベル検出回路の検出信
号の信号レベルと予め定めた基準値を比較し、比較結果に基づいて金属の有無を判定する
比較回路と、前記比較回路が金属を検出した時、報知手段を駆動して金属を検出した旨を
報知する処理回路とを備えたことを特徴とする。
【００２７】
　また、上記構成において、前記高調波レベル検出回路は、前記発振電流において、前記
基本周波数より高い周波数帯を濾波しその濾波信号を出力するフィルタ回路と、前記フィ
ルタ回路からの濾波信号を増幅して検出信号として前記比較回路に出力する増幅回路とか
らなることが好ましい。
【００２８】
　また、上記構成において、前記高調波レベル検出回路は、高速フーリエ変換回路であっ
て、発振電流から高調波成分を抽出し、その抽出した高調波成分の検出レベルを検出信号
として比較回路に出力することが好ましい。
【００２９】
　また、上記構成おいて、前記報知手段は、表示ランプ及びブザーの少なくともいずれか
一方であることが好ましい。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明によれば、金属か非金属かを精度よく検知することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】第１実施形態の金属検知置を示す全体斜視図。
【図２】同じく金属検知装置の検知エリアとその検知エリアに設けた金属検知コイルを示
す説明図。
【図３】同じく金属検知装置の電気ブロック回路図。
【図４】第２実施形態の非接触給電装置と電気機器を示す全体斜視図。
【図５】同じく給電エリアとその給電エリアに設けた１次コイル及び検知コイルの配列状
態を示す説明図。
【図６】同じく非接触給電装置と電気機器の電気ブロック回路図。
【図７】同じく非接触給電装置とフルブリッジ回路の電気回路図。
【図８】第３実施形態の非接触給電装置と電気機器を示す全体斜視図。
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【図９】同じく給電エリアとその給電エリアに設けた１次コイルの配列状態を示す説明図
。
【図１０】同じく非接触給電装置と電気機器の電気ブロック回路図。
【図１１】第２実施形態の別例を示す非接触給電装置の電気回路図。
【図１２】同じく第２実施形態の別例を示す非接触給電装置の電気回路図。
【図１３】非接触給電装置の別例を示す全体斜視図。
【図１４】同じく非接触給電装置と電気機器の電気ブロック回路図。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
（第１実施形態）
　以下、本発明を具体化した第１実施形態の金属検知装置を図面に従って説明する。
　図１に示す金属検知装置１は、筐体２に設けた載置面３に載置された物体ＯＢが金属か
合成樹脂等の非金属かどうか非接触にて検知するための検知装置である。金属検知装置１
は、四角形の板状の筐体２を有し、その上面が平面であって物体ＯＢを載置する載置面３
を形成している。載置面３は、１つの四角形状の検知エリアＡＲが区画形成されている。
【００３３】
　筐体２内であって、区画形成された検知エリアＡＲに対応する位置に、図２に示すよう
に、検知エリアＡＲの外形形状にあわせて四角形状に巻回された金属検知コイルＬｓが配
置されている。検知エリアＡＲの金属検知コイルＬｓは、筐体２内に設けられた発振回路
１０（図３参照）と接続されている。検知エリアＡＲの金属検知コイルＬｓは、発振回路
１０にて励磁駆動される。そして、金属検知コイルＬｓが励磁駆動されることによって、
検知エリアＡＲに載置された物体ＯＢが金属か非金属かどうか検知されるようになってい
る。
【００３４】
　また、載置面３には、電源スイッチ６が設けられ、電源スイッチ６を操作することによ
って金属検知装置１を検知動作させることができる。また、載置面３には、表示ランプ７
が設けられ、表示ランプ７によって検知結果が表示されるようになっている。
【００３５】
　次に、金属検知装置１の電気的構成を説明する。
　図３に示すように、金属検知装置１は、発振回路１０、高調波レベル検出回路１１、比
較回路１２、処理回路１３を有している。
【００３６】
　発振回路１０は、本実施形態では、コルピッツ発振回路で構成され、金属検知コイルＬ
ｓを同発振回路１０の構成部品の１つとして兼用している。
　発振回路１０は、バイポーラトランジスタＱ１、金属検知コイルＬｓ、第１～第３コン
デンサＣ１～Ｃ３及び抵抗Ｒ等で構成されている。
【００３７】
　バイポーラトランジスタＱ１は、そのコレクタ端子が金属検知コイルＬｓの一端に接続
され、その金属検知コイルＬｓの他端は直流電圧Ｖｄｄのプラス端子に接続されている。
また、金属検知コイルＬｓの他端は、第１コンデンサＣ１を介してバイポーラトランジス
タＱ１のエミッタ端子に接続されている。さらに、バイポーラトランジスタＱ１のコレク
タ・エミッタ端子間には、第２コンデンサＣ２が接続されている。
【００３８】
　さらにまた、バイポーラトランジスタＱ１にベース端子は、第３コンデンサＣ３と抵抗
Ｒからなる並列回路を介して直流電圧Ｖｄｄのプラス端子に接続されている。また、バイ
ポーラトランジスタＱ１のエミッタ端子は、接地されている。
【００３９】
　そして、発振回路１０は、同発振回路１０に直流電圧Ｖｄｄが印加されると、発振する
。これによって、金属検知コイルＬｓは、バイポーラトランジスタＱ１のコレクタ端子か
ら予め設定された単一の基本周波数からなる正弦波の発振電流Ｉｔが流れ、励磁駆動され



(9) JP 5909700 B2 2016.4.27

10

20

30

40

50

るようになっている。そして、金属検知コイルＬｓは、単一の基本周波数からなる正弦波
の電磁波を放射する。
【００４０】
　詳述すると、発振回路１０が発振する単一の基本周波数は、同発振回路１０の構成部品
によって予め設定されている。即ち、基本周波数は、発振回路１０のバイポーラトランジ
スタＱ１、金属検知コイルＬｓ、第１～第３コンデンサＣ１～Ｃ３及び抵抗Ｒの回路定数
によって予め設定されている。
【００４１】
　さらに詳述すると、基本周波数は、載置面３に非金属の物体ＯＢを載置した状態で、金
属検知コイルＬｓと非金属の物体ＯＢとの間で共振、即ち整合（マッチング）する周波数
であって、予め設定された周波数である。
【００４２】
　従って、載置面３に非金属の物体ＯＢが載置された場合には、金属検知コイルＬｓが発
振電流Ｉｔで励磁駆動されているとき、金属検知コイルＬｓと物体ＯＢは整合（マッチン
グ）しているため、非金属の物体ＯＢから金属検知コイルＬｓへの反射波はない。その結
果、金属検知コイルＬｓに流れる基本周波数からなる正弦波の発振電流Ｉｔは、歪まない
。つまり、基本周波数からなる正弦波の発振電流Ｉｔは、その基本周波数が乱され歪むこ
とに起因した、基本周波数より高い高調波（２倍波、３倍波、…、…）の成分を含まない
ことになる。
【００４３】
　ちなみに、検知エリアＡＲに何も載置されていない時（非金属からなる物体ＯＢがない
オープンの時）、金属検知コイルＬｓと空間的に結合される物体ＯＢが存在しないことに
よって、金属検知コイルＬｓへの反射波はない。その結果、同様に、金属検知コイルＬｓ
に流れる発振電流Ｉｔは、歪まないので基本周波数より高い高調波（２倍波、３倍波、…
、…）の成分を含まないことになる。
【００４４】
　また、載置面３に金属からなる物体ＯＢが載置された場合には、金属は金属検知コイル
Ｌｓからの基本周波数からなる電磁波の磁気エネルギーを受け取り、金属に渦電流が発生
する。この金属に発生する渦電流に伴う磁束の影響が、基本周波数を乱すノイズとなる。
【００４５】
　つまり、空間に対して整合（マッチング）が取れていたが、金属の存在により整合がず
れ金属検知コイルＬｓから放射されていた電磁波のエネルギーの一部が金属検知コイルＬ
ｓに反射する。
【００４６】
　これによって、金属検知コイルＬｓに流れる発振電流Ｉｔは、歪んで基本周波数が乱さ
れ、基本周波数より高い高調波（２倍波、３倍波、…、…）の成分を含むことになる。
　この高調波成分は、基本周波数に対して、整数倍の高次の周波数（２倍波、３倍波、…
、…）成分である。
【００４７】
　高調波レベル検出回路１１は、バイポーラトランジスタＱ１のコレクタ端子と接続され
、バイポーラトランジスタＱ１のコレクタ端子からの発振電流Ｉｔを入力するようになっ
ている。高調波レベル検出回路１１は、ハイパスフィルタ回路１１ａと増幅回路１１ｂを
有している。
【００４８】
　ハイパスフィルタ回路１１ａは、バイポーラトランジスタＱ１のコレクタ端子からの発
振電流Ｉｔを入力する。ハイパスフィルタ回路１１ａは、発振電流Ｉｔに含まれる基本周
波数に電流成分をカットし、発振電流Ｉｔに含まれる基本周波数の高調波（２倍波、３倍
波、…、…）の電流成分をフィルタリングし濾波信号ＳＨＦとして増幅回路１１ｂに出力
する。
【００４９】
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　つまり、ハイパスフィルタ回路１１ａは、基本周波数成分以外の高調波（２倍波、３倍
波、…、…）成分からなる濾波信号ＳＨＦを増幅回路１１ｂに出力する。
　詳述すると、載置面３に何も存在していない場合には、発振電流Ｉｔはその基本周波数
が歪まない。そのため、基本周波数成分以外の高調波成分を含まないことにないことから
、発振電流Ｉｔはカットされ、濾波信号ＳＨＦは増幅回路１１ｂに出力されない。
【００５０】
　同様に、載置面３に非金属の物体ＯＢが載置された場合には、発振電流Ｉｔは基本周波
数が歪まない。そのため、基本周波数成分以外の高調波成分を含まないことにないことか
ら、発振電流Ｉｔはカットされ、濾波信号ＳＨＦは増幅回路１１ｂに出力されない。
【００５１】
　一方、載置面３に金属の物体ＯＢが載置された場合には、発振電流Ｉｔはその基本周波
数が歪み、基本周波数成分以外の高調波（２倍波、３倍波、…、…）の成分が含まれる。
そのため、ハイパスフィルタ回路１１ａは、その高調波（２倍波、３倍波、…、…）成分
からなる濾波信号ＳＨＦを増幅回路１１ｂに出力する。
【００５２】
　増幅回路１１ｂは、例えば、反転増幅回路、非反転増幅回路等の増幅回路であって、載
置面３に金属の物体ＯＢが載置された場合における高調波（２倍波、３倍波、…、…）成
分からなる濾波信号ＳＨＦを予め定めた増幅率にて増幅し、検出電圧Ｖｓとして次段の比
較回路１２に出力する。
【００５３】
　比較回路１２は、オペアンプよりなるコンパレータ回路１２ａと基準電圧生成回路１２
ｂを有している。コンパレータ回路１２ａは、一方の入力端子に増幅回路１１ｂからの検
出電圧Ｖｓを入力し、他方の入力端子には基準電圧生成回路１２ｂから基準電圧Ｖｋを入
力する。
【００５４】
　基準電圧Ｖｋは、載置面３に金属からなる物体ＯＢが載置された時において、ハイパス
フィルタ回路１１ａが抽出した高調波成分からなる濾波信号ＳＨＦを増幅回路１１ｂが増
幅した得た検出電圧Ｖｓを、検出できる電圧である。基準電圧Ｖｋは、予め実験、試験、
計算等で設定した値である。
【００５５】
　コンパレータ回路１２ａは、検出電圧Ｖｓと基準電圧Ｖｋを比較する。そして、コンパ
レータ回路１２ａは、検出電圧Ｖｓが基準電圧Ｖｋ以上のとき、検知エリアＡＲに金属か
らなる物体ＯＢがあるとして、ハイ・レベルの判定信号ＳＧＪを処理回路１３に出力する
。反対に、コンパレータ回路１２ａは、検出電圧Ｖｓが基準電圧Ｖｋ未満のとき、検知エ
リアＡＲに金属からなる物体ＯＢがないとして、ロウ・レベルの判定信号ＳＧＪを処理回
路１３に出力する。
【００５６】
　処理回路１３は、マイクロコンピュータよりなり、コンパレータ回路１２ａがハイ・レ
ベルの判定信号ＳＧＪを出力している時、載置面３に設けた表示ランプ７を赤色に点灯表
示させる。これによって、載置面３に金属からなる物体ＯＢが載置されていることを視認
することができる。
【００５７】
　反対に、処理回路１３は、コンパレータ回路１２ａがロウ・レベルの判定信号ＳＧＪを
出力している時、載置面３に設けた表示ランプ７を青色に点灯表示させる。これによって
、載置面３に非金属からなる物体ＯＢが載置されていること、または、何も載置されてい
ないことを視認することができる。
【００５８】
　次に、上記のように構成した金属検知装置１の作用について説明する。
　今、載置面３に何も存在しない状態で、載置面３設けた電源スイッチ６をオン操作する
と、発振回路１０に直流電圧Ｖｄｄが印加され、発振回路１０は発振動作する。これによ
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って、金属検知コイルＬｓは、バイポーラトランジスタＱ１のコレクタ端子から基本周波
数からなる発振電流Ｉｔが流れ、励磁駆動されるようになっている。
【００５９】
　このとき、載置面３に何も存在しないため、発振電流Ｉｔはその基本周波数が乱され歪
むことはなく、基本周波数成分以外の高調波成分を含まない。これによって、ハイパスフ
ィルタ回路１１ａにて、基本周波数成分の発振電流Ｉｔはカットされ、濾波信号ＳＨＦは
増幅回路１１ｂに出力されない。
【００６０】
　従って、増幅回路１１ｂは、基準電圧Ｖｋより低い検出電圧Ｖｓをコンパレータ回路１
２ａに出力する。その結果、コンパレータ回路１２ａは、検知エリアＡＲに金属からなる
物体ＯＢがないとして、ロウ・レベルの判定信号ＳＧＪを処理回路１３に出力する。そし
て、処理回路１３は、ロウ・レベルの判定信号ＳＧＪに応答して表示ランプ７を青色に点
灯表示し、載置面３に何も存在していないことを視認することができる。
【００６１】
　次に、載置面３に非金属からなる物体ＯＢが載置された場合について説明する。
　この場合、載置面３に何も存在しない場合と同様に、発振電流Ｉｔはその基本周波数が
乱されることはなく、基本周波数成分以外の高調波成分を含まない。これによって、ハイ
パスフィルタ回路１１ａにて、基本周波数成分の発振電流Ｉｔはカットされ、濾波信号Ｓ
ＨＦは増幅回路１１ｂに出力されない。
【００６２】
　従って、同様に、処理回路１３は表示ランプ７を青色に点灯表示し、載置面３には非金
属からなる物体ＯＢが載置されていることを視認することができる。
　次に、載置面３に金属からなる物体ＯＢが載置された場合について説明する。
【００６３】
　この場合、発振電流Ｉｔはその基本周波数が乱され歪み、基本周波数成分以外の高調波
（２倍波、３倍波、…、…）成分が含まれる。これによって、ハイパスフィルタ回路１１
ａにて、基本周波数成分以外の高調波（２倍波、３倍波、…、…）成分からなる濾波信号
ＳＨＦが増幅回路１１ｂに出力される。その結果、コンパレータ回路１２ａは、基準電圧
Ｖｋよりも大きな電圧値の検出電圧Ｖｓを増幅回路１１ｂから入力する。そして、コンパ
レータ回路１２ａは、検知エリアＡＲに金属からなる物体ＯＢが存在するとして、ハイ・
レベルの判定信号ＳＧＪを処理回路１３に出力する。そして、処理回路１３は、ハイ・レ
ベルの判定信号ＳＧＪに応答して表示ランプ７を赤色に点灯表示し、載置面３に金属から
なる物体ＯＢが載置されていることを視認することができる。
【００６４】
　次に、上記のように構成した第１実施形態の効果を以下に記載する。
　（１）上記実施形態によれば、発振回路１０にて、金属検知コイルＬｓを単一の基本周
波数からなる正弦波の発振電流Ｉｔで励磁した。そして、金属検知コイルＬｓから、単一
の基本周波数からなる正弦波の電磁波を放射すようにした。
【００６５】
　また、金属検知コイルＬｓに流れる発振電流Ｉｔを入力し、その発振電流Ｉｔの基本周
波数成分の電流をカットし、基本周波数に対する高調波をフィルタリングするハイパスフ
ィルタ回路１１ａを設けた。
【００６６】
　そして、この時に金属検知コイルＬｓに流れる発振電流Ｉｔの周波数の歪みの有無に基
づいて金属からなる物体ＯＢの有無を判断した。
　つまり、従来のように、発振電流Ｉｔの振幅値の大小によって物体ＯＢが金属か非金属
どうかを判断するのに比べて、発振電流Ｉｔの周波数成分に基づいて金属か非金属かどう
か判断する。従って、非常に、精度よく物体ＯＢが金属か非金属かどうかの検知を非常に
高い精度で行うことができる。
【００６７】
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　（２）上記実施形態によれば、載置面３に表示ランプ７を設け、物体ＯＢが金属か非金
属かどうかの検知結果を表示ランプ７の表示態様で視認できるようにしたので、即座に物
体ＯＢが金属か非金属かの判断が可能となる。
（第２実施形態）
　以下、本発明を具体化した非接触給電装置の実施形態を図面に従って説明する。本実施
形態は、第１実施形態の金属検知装置を非接触給電装置に具体化した点に特徴を有する。
そのため、その特徴部分を詳細に説明し、第１実施形態と共通部分は、説明の便宜上、符
号を同じにして説明する。
【００６８】
　図４は、非接触給電装置（以下、給電装置という）２１とその給電装置２１から非接触
給電される電気機器（以下、機器という）Ｅの全体斜視図を示す。
　給電装置２１は、四角形の板状の筐体２２を有し、その上面が平面であって機器Ｅを載
置する載置面２３を形成している。載置面２３は、１つの四角形状の給電エリアＡＲｚが
区画形成されている。
【００６９】
　筐体２２内であって、区画形成された給電エリアＡＲｚに対応する位置に、図５に示す
ように、給電エリアＡＲｚの外形形状にあわせて四角形状に巻回された１次コイルＬ１が
配置されている。１次コイルＬ１は、筐体２２内に設けられた給電ユニット回路３４（図
６参照）と接続され、同給電ユニット回路３４にて励磁駆動される。
【００７０】
　そして、１次コイルＬ１は、励磁駆動して給電エリアＡＲｚに存在する機器Ｅの有無を
検知するとともに、機器Ｅ内の２次コイルＬ２に対して電磁誘導を利用して非接触給電す
るようになっている。
【００７１】
　また、給電エリアＡＲｚに対応する位置であって、１次コイルＬ１の内側には、１次コ
イルＬ１の外形形状にあわせて四角形状に巻回された金属検知コイルＬｓが配置されてい
る。金属検知コイルＬｓは、筐体２２内に設けられた発振回路１０（図６参照）と接続さ
れている。給電エリアＡＲｚの金属検知コイルＬｓは、発振回路１０にて励磁駆動される
。そして、金属検知コイルＬｓが励磁駆動されることによって、給電エリアＡＲｚに載置
された金属からなる物体ＯＢの有無が検知されるようになっている。
【００７２】
　また、載置面２３には、電源スイッチ２６が設けられ、電源スイッチ２６を操作するこ
とによって非接触給電装置２１を非接触給電動作させることができる。また、載置面２３
には、表示ランプ２７が設けられ、表示ランプ２７によって非接触給電装置２１の動作状
態が表示されるようになっている。
【００７３】
　次に、給電装置２１と機器Ｅの電気的構成を図６に従って説明する。
　（機器Ｅ）
　まず、機器Ｅについて説明する。図６において、機器Ｅは、給電装置２１から２次電力
を受電する受電装置としての受電回路２８と負荷Ｚを有している。受電回路２８は、整流
回路２８ａと通信回路２８ｂを有している。
【００７４】
　整流回路２８ａは、共振コンデンサＣｘを介して２次コイルＬ２と接続されている。整
流回路２８ａは、給電装置２１の１次コイルＬ１の励磁による電磁誘導にて２次コイルＬ
２に励磁給電された２次電力をリップルのない直流電圧に変換する。そして、整流回路２
８ａは、変換した直流電圧を機器Ｅの負荷Ｚに供給する。
【００７５】
　ここで、負荷Ｚは、２次コイルＬ２にて発生する２次電力で駆動する機器であればよい
。例えば、整流回路２８ａが変換した直流電源を使って該負荷Ｚを載置面２３上で駆動す
る機器であったり、２次電力をそのまま交流電源として使って該負荷Ｚを載置面２３上で
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駆動する機器であったりしてもよい。また、整流回路２８ａが変換した直流電源を使って
内蔵する充電池（２次電池）を充電する機器であってもよい。
【００７６】
　また、整流回路２８ａが変換した直流電圧は、通信回路２８ｂの駆動源としても利用さ
れている。通信回路２８ｂは、機器認証信号ＩＤ及び励磁要求信号ＲＱを生成し、２次コ
イルＬ２を介して給電装置２１に送信する回路である。機器認証信号ＩＤは、給電装置２
１に対して該給電装置２１にて給電を受けられる機器Ｅである旨の認証信号である。励磁
要求信号ＲＱは、給電装置２１に対して給電を要求する要求信号である。
【００７７】
　また、通信回路２８ｂは、機器Ｅに設けられた例えば負荷Ｚを駆動させるための電源ス
イッチがオフのときには、機器認証信号ＩＤ及び励磁要求信号ＲＱを生成しない。さらに
、通信回路２８ｂは、機器Ｅにマイクロコンピュータが設けられている場合、マイクロコ
ンピュータの判断で給電を休止したいと判断したときには、機器認証信号ＩＤ及び励磁要
求信号ＲＱを生成しないようになっている。
【００７８】
　機器認証信号ＩＤ及び励磁要求信号ＲＱは、複数ビットからなる２値化（ハイレベル・
ロウレベル）された信号であって、その２値化された信号を、共振コンデンサＣｘと整流
回路２８ａとを接続する受電線に出力する。受電線に２値化された信号が出力されると、
駆動励磁されている１次コイルＬ１の励磁による電磁誘導にて２次コイルＬ２に流れる２
次電流の振幅が２値化された信号に対応して変化する。
【００７９】
　この２次電流の振幅変化よって、２次コイルＬ２が放射する磁束の振幅が変化し、その
変化した磁束は１次コイルＬ１に電磁誘導として伝搬し、１次コイルＬ１に流れる１次電
流の振幅を変化させる。
【００８０】
　つまり、２値化された信号（機器認証信号ＩＤ及び励磁要求信号ＲＱ）によって、２次
コイルＬ２の両端子間を流れる２次電流は、振幅変調される。そして、その振幅変調され
た２次電流の磁束は、１次コイルＬ１に送信信号として伝搬される。
【００８１】
　（給電装置２１）
　次に、給電装置２１について説明する。図６に示すように、給電装置２１は、電源回路
３１、システム制御回路３２、各種データを記憶する不揮発性メモリ３３及び給電ユニッ
ト回路３４を有している。
【００８２】
　電源回路３１は、整流回路及びＤＣ／ＤＣコンバータを有し、外部から商用電源を入力
して整流回路にて整流する。電源回路３１は、整流した直流電圧をＤＣ／ＤＣコンバータ
にて所望の電圧に変換した後、その直流電圧Ｖｄｄを駆動電源としてシステム制御回路３
２、不揮発性メモリ３３に出力する。また、電源回路３１は、直流電圧Ｖｄｄを駆動電源
として給電ユニット回路３４に出力するようになっている。
【００８３】
　システム制御回路３２は、マイクロコンピュータよりなり、給電ユニット回路３４を制
御する。不揮発性メモリ３３は、システム制御回路３２が各種判定処理動作を行う際に使
用する各種のデータを記憶している。
【００８４】
　給電ユニット回路３４は、図６に示すように、システム制御回路３２との間でデータの
授受を行い、システム制御回路３２にて制御されている。
　給電ユニット回路３４は、フルブリッジ回路４１、ドライブ回路４２、１次電流検出回
路４３、信号抽出回路４４及び金属検知回路４５を有している。
【００８５】
　フルブリッジ回路４１は、公知のフルブリッジ回路であって、図７に示すように、４個
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のＮチャネルのＭＯＳトランジスタＱａ，Ｑｂ，Ｑｃ，Ｑｄを有している。４個のＭＯＳ
トランジスタＱａ，Ｑｂ，Ｑｃ，Ｑｄは、１次コイルＬ１と共振コンデンサＣからなる直
列回路を挟んで、襷掛けに接続されたＭＯＳトランジスタＱａ，Ｑｄの組とＭＯＳトラン
ジスタＱｂ，Ｑｃの組とに分かれる。そして、２つの組を交互にオン・オフさせることに
よって、１次コイルＬ１を励磁する。
【００８６】
　ドライブ回路４２は、システム制御回路３２からの励磁制御信号ＣＴを入力し、各ＭＯ
ＳトランジスタＱａ，Ｑｂ，Ｑｃ，Ｑｄのゲート端子にそれぞれ出力する駆動信号ＰＳａ
，ＰＳｂ，ＰＳｃ，ＰＳｄを生成する。
【００８７】
　そして、機器Ｅへの給電時には、システム制御回路３２からの励磁制御信号ＣＴに基づ
いて、ドライブ回路４２は、各組を交互にオン・オフ（フルブリッジ動作）させて、１次
コイルＬ１を励磁する駆動信号ＰＳａ，ＰＳｂ，ＰＳｃ，ＰＳｄを生成する。
【００８８】
　ドライブ回路４２は、一方の組のＭＯＳトランジスタＱａ，Ｑｄのゲート端子に互いに
同じパルス波形の駆動信号ＰＳａ，ＰＳｄをそれぞれ出力する。また、ドライブ回路４２
は、他方の組のＭＯＳトランジスタＱｂ，Ｑｃのゲート端子に互いに同じパルス波形であ
って、駆動信号ＰＳａ，ＰＳｄと相補信号となる駆動信号ＰＳｂ，ＰＳｃをそれぞれ出力
する。
【００８９】
　従って、一方の組のＭＯＳトランジスタＱａ，Ｑｄと他方の組のＭＯＳトランジスタＱ
ｂ，Ｑｃとが交互にオン・オフ（フルブリッジ動作）し、１次コイルＬ１を励磁する。
　ちなみに、機器Ｅへの給電時には、ドライブ回路４２は、システム制御回路３２からの
励磁制御信号ＣＴに基づいて、各組を交互にオン・オフ（フルブリッジ動作）させて、１
次コイルＬ１を励磁する駆動信号ＰＳａ，ＰＳｂ，ＰＳｃ，ＰＳｄを生成する。
【００９０】
　また、待機時には、ドライブ回路４２は、システム制御回路３２からの励磁制御信号Ｃ
Ｔに基づいて、フルブリッジ回路４１をフルブリッジ動作からハーフブリッジ動作に変更
して１次コイルＬ１を励磁する駆動信号ＰＳａ，ＰＳｂ，ＰＳｃ，ＰＳｄを生成する。
【００９１】
　ハーフブリッジ動作は、一方の組のＭＯＳトランジスタＱｄをオン状態にし、他方の組
のＭＯＳトランジスタＱｃをオフ状態した状態で、一方の組のＭＯＳトランジスタＱａと
他方の組のＭＯＳトランジスタＱｂを交互にオン・オフさせる。
【００９２】
　従って、ドライブ回路４２は、ＭＯＳトランジスタＱｄにハイ・レベルの駆動信号ＰＳ
ｄを出力するとともに、ＭＯＳトランジスタＱｃにロウ・レベルの駆動信号ＰＳｃを生成
し出力する。そして、ドライブ回路４２は、ＭＯＳトランジスタＱａとＭＯＳトランジス
タＱｂが交互にオン・オフされるように、互いに相補関係となる駆動信号ＰＳａ，ＰＳｂ
生成しＭＯＳトランジスタＱａ，Ｑｂにそれぞれ出力する。
【００９３】
　ここで、システム制御回路３２がフルブリッジ回路４１に対してフルブリッジ動作をさ
せるための励磁制御信号ＣＴを出力している時、ドライブ回路４２は、駆動信号ＰＳａ，
ＰＳｂ，ＰＳｃ，ＰＳｄを出力し続ける。従って、この場合、フルブリッジ回路４１は１
次コイルＬ１を連続励磁駆動させる。
【００９４】
　また、システム制御回路３２がフルブリッジ回路４１に対してハーフブリッジ動作をさ
せるための励磁制御信号ＣＴを出力している時、ドライブ回路４２は、駆動信号ＰＳａ，
ＰＳｂ，ＰＳｃ，ＰＳｄを所定の期間だけ間欠的に出力する。従って、この場合、フルブ
リッジ回路４１は、一定の期間毎に１次コイルＬ１を間欠励磁駆動させる。
【００９５】
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　この１次コイルＬ１の間欠励磁駆動は、載置面２３に機器Ｅが載置された時に該機器Ｅ
の負荷Ｚを直ちに駆動できる２次電力ではなく、機器Ｅの通信回路２８ｂが駆動できる程
度の２次電力が供給されるようしたものである。これによって、給電を受けるための給電
装置２１との間で無線通信が可能となる。
【００９６】
　１次電流検出回路４３は、１次コイルＬ１の一方の端子とフルブリッジ回路４１の間に
設けられ、１次コイルＬ１に流れるその時々の１次電流を検出する。
　信号抽出回路４４は、１次電流検出回路４３と接続されている。信号抽出回路４４は、
１次コイルＬ１が励磁駆動されている間、１次電流検出回路４３からその時の１次コイル
Ｌ１の１次電流を入力する。そして、信号抽出回路４４は、載置面２３に載置された機器
Ｅの２次コイルＬ２から送信された振幅変調された送信信号を、１次電流検出回路４３を
介して入力する。
【００９７】
　信号抽出回路４４は、入力した送信信号から機器認証信号ＩＤ及び励磁要求信号ＲＱを
抽出する。信号抽出回路４４は、送信信号から機器認証信号ＩＤ及び励磁要求信号ＲＱの
両信号を抽出した時、システム制御回路３２に許可信号ＥＮを出力する。ちなみに、信号
抽出回路４４は、機器認証信号ＩＤ及び励磁要求信号ＲＱのいずれか一方しか抽出しなか
った時、又は、両信号とも抽出しなかった時には、システム制御回路３２に許可信号ＥＮ
を出力しない。
【００９８】
　金属検知回路４５は、第１実施形態と同様の発振回路１０、高調波レベル検出回路１１
、比較回路１２を有している。
　発振回路１０は、コルピッツ発振回路で構成され、金属検知コイルＬｓを同発振回路１
０の構成部品の１つとして兼用している。発振回路１０は、図３に示すように、バイポー
ラトランジスタＱ１、金属検知コイルＬｓ、第１～第３コンデンサＣ１～Ｃ３及び抵抗Ｒ
等、第１実施形態と同じ回路構成にて形成されている。
【００９９】
　そして、発振回路１０は、同発振回路１０に直流電圧Ｖｄｄが印加されると、発振する
。これによって、金属検知コイルＬｓは、バイポーラトランジスタＱ１のコレクタ端子か
ら予め設定された単一の基本周波数からなる正弦波の発振電流Ｉｔが流れ、励磁駆動され
るようになっている。そして、金属検知コイルＬｓは、単一の基本周波数からなる正弦波
の電磁波を放射する。
【０１００】
　詳述すると、発振回路１０が発振する単一の基本周波数は、同発振回路１０の構成部品
、即ち、バイポーラトランジスタＱ１、金属検知コイルＬｓ、第１～第３コンデンサＣ１
～Ｃ３及び抵抗Ｒの回路定数によって予め設定されている。
【０１０１】
　そして、本実施形態の基本周波数は、載置面２３に機器Ｅが載置された時、機器Ｅの２
次コイルＬ２との間で共振、即ち整合（マッチング）する周波数であって、予め設定され
た周波数である。
【０１０２】
　従って、載置面２３に機器Ｅが載置された場合には、発振回路１０と機器Ｅの２次コイ
ルＬ２との間で整合が図られているため、機器Ｅから金属検知コイルＬｓへの反射波はな
い。その結果、金属検知コイルＬｓに流れる発振電流Ｉｔは歪まない。そのため、その基
本周波数が乱されることはなく、基本周波数成分以外の高調波（２倍波、３倍波、…、…
）成分を含まないことになる。
【０１０３】
　ちなみに、給電エリアＡＲｚに何も載置されていない時（機器Ｅがないオープンの時）
、金属検知コイルＬｓと空間的に結合されるものが存在しないことによって、金属検知コ
イルＬｓへの反射波はない。その結果、同様に、金属検知コイルＬｓに流れる発振電流Ｉ
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ｔは歪むことはない、そのため、金属検知コイルＬｓは、基本周波数が乱されることはな
く、基本周波数成分以外の高調波（２倍波、３倍波、…、…）成分を含まない。
【０１０４】
　また、載置面３に金属からなる物体ＯＢが載置された場合には、金属は金属検知コイル
Ｌｓからの基本周波数からなる電磁波の磁気エネルギーを受け取り、金属に渦電流が発生
する。この金属に発生する渦電流に伴う磁束の影響が、基本周波数を乱すノイズとなる。
【０１０５】
　つまり、空間に対して整合（マッチング）が取れていたが、金属の存在により整合がず
れ、金属検知コイルＬｓから放射されていた電磁波のエネルギーの一部が金属検知コイル
Ｌｓに反射する。
【０１０６】
　これによって、金属検知コイルＬｓに流れる発振電流Ｉｔは、歪み基本周波数が乱され
、基本周波数成分以外の高調波（２倍波、３倍波、…、…）成分を含むことになる。
　高調波レベル検出回路１１は、図３に示すように、ハイパスフィルタ回路１１ａと増幅
回路１１ｂを有している。ハイパスフィルタ回路１１ａは、バイポーラトランジスタＱ１
のコレクタ端子と接続され、バイポーラトランジスタＱ１のコレクタ端子からの発振電流
Ｉｔを入力するようになっている。
【０１０７】
　ハイパスフィルタ回路１１ａは、発振電流Ｉｔに含まれる基本周波数に電流成分をカッ
トし、発振電流Ｉｔに含まれる基本周波数の高調波の電流成分をフィルタリングして濾波
信号ＳＨＦとして増幅回路１１ｂに出力する。
【０１０８】
　つまり、ハイパスフィルタ回路１１ａは、基本周波数成分以外の高調波成分からなる濾
波信号ＳＨＦを増幅回路１１ｂに出力する。
　詳述すると、載置面２３に何も存在していない場合には、発振電流Ｉｔはその基本周波
数が乱され歪むことはなく、基本周波数成分以外の高調波成分を含まないことにないこと
から、発振電流Ｉｔはカットされ、濾波信号ＳＨＦが増幅回路１１ｂに出力されない。
【０１０９】
　同様に、載置面２３に機器Ｅが載置された場合には、発振電流Ｉｔは基本周波数が乱さ
れ歪むことはなく、基本周波数成分以外の高調波数成分を含まないことにないことから、
発振電流Ｉｔはカットされ、濾波信号ＳＨＦが増幅回路１１ｂに出力されない。
【０１１０】
　一方、載置面２３に金属からなる物体ＯＢが載置された場合には、発振電流Ｉｔはその
基本周波数が乱されて歪む。これによって、基本周波数成分以外の高調波成分が含まれる
ことから、この高調波成分からなる濾波信号ＳＨＦが増幅回路１１ｂに出力される。
【０１１１】
　増幅回路１１ｂは、濾波信号ＳＨＦを予め定めた増幅率にて増幅し、検出電圧Ｖｓとし
て次段の比較回路１２のコンパレータ回路１２ａ（図３参照）に出力する。
　比較回路１２のコンパレータ回路１２ａは、一方の入力端子に増幅回路１１ｂからの検
出電圧Ｖｓを入力し、他方の入力端子には基準電圧生成回路１２ｂ（図３参照）から基準
電圧Ｖｋを入力する。
【０１１２】
　基準電圧Ｖｋは、載置面３に金属からなる物体ＯＢが載置された時におけるこの高調波
成分からなる濾波信号ＳＨＦを増幅回路１１ｂが増幅した検出電圧Ｖｓを検出できる電圧
であって予め実験、試験、計算等で設定した値である。
【０１１３】
　比較回路１２のコンパレータ回路１２ａは、検出電圧Ｖｓと基準電圧Ｖｋを比較する。
そして、比較回路１２は、検出電圧Ｖｓが基準電圧Ｖｋ以上のとき、給電エリアＡＲｚに
金属からなる物体ＯＢがあるとして、ハイ・レベルの判定信号ＳＧＪをシステム制御回路
３２に出力する。反対に、比較回路１２は、検出電圧Ｖｓが基準電圧Ｖｋ未満のとき、給
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電エリアＡＲｚに非金属からなる物体ＯＢあるとして、ロウ・レベルの判定信号ＳＧＪを
システム制御回路３２に出力する。
【０１１４】
　システム制御回路３２は、比較回路１２からハイ・レベルの判定信号ＳＧＪが出力され
ている時、１次コイルＬ１を励磁駆動させない励磁制御信号ＣＴを出力するとともに、載
置面２３に設けた表示ランプ２７を赤色に点灯表示させる。これによって、載置面２３に
金属からなる物体ＯＢが載置されていて１次コイルＬ１が励磁駆動さていないことを視認
することができる。
【０１１５】
　反対に、システム制御回路３２は、比較回路１２からロウ・レベルの判定信号ＳＧＪが
出力され、かつ、信号抽出回路４４から許可信号ＥＮが出力されている時、機器Ｅを給電
するために１次コイルＬ１を連続励磁駆動させる励磁制御信号ＣＴを出力する。また、シ
ステム制御回路３２は、載置面２３に設けた表示ランプ２７を青色に点灯表示させる。こ
れによって、載置面２３に載置された機器Ｅに対して給電中であることを視認することが
できる。
【０１１６】
　ちなみに、システム制御回路３２は、比較回路１２からロウ・レベルの判定信号ＳＧＪ
が出力されていて、信号抽出回路４４から許可信号ＥＮが入力されていない時、１次コイ
ルＬ１を間欠励磁駆動させる励磁制御信号ＣＴを出力する。また、システム制御回路３２
は、載置面２３に設けた表示ランプ２７を青色にて点滅表示させる。これによって、表示
ランプ２７の青色の点滅表示にて、非接触給電装置２１が待機中であることを視認するこ
とができる。
【０１１７】
　次に、上記のように構成した非接触給電装置２１の作用について説明する。
　今、載置面２３設けた電源スイッチ２６をオン操作すると、金属検知回路４５の発振回
路１０に直流電圧Ｖｄｄが印加され、発振回路１０は発振動作する。これによって、金属
検知コイルＬｓは、バイポーラトランジスタＱ１のコレクタ端子から基本周波数からなる
発振電流Ｉｔが流れ、励磁駆動される。そして、第１実施形態と同様に、金属検知回路４
５において、給電エリアＡＲｚ上に載置される物体ＯＢが金属か非金属かどうか検出され
、その検出結果がシステム制御回路３２に出力される。
【０１１８】
　そして、載置面２３に載置された物体ＯＢが金属である場合には、金属検知回路４５（
比較回路１２）はハイ・レベルの判定信号ＳＧＪをシステム制御回路３２に出力する。シ
ステム制御回路３２は、ハイ・レベルの判定信号ＳＧＪに応答して１次コイルＬ１を励磁
駆動させない励磁制御信号ＣＴを出力し、１次コイルＬ１を励磁駆動させない。また、シ
ステム制御回路３２は、載置面２３に設けた表示ランプ２７を赤色に点灯表示させる。
【０１１９】
　一方、載置面２３に金属からなる物体ＯＢが載置されていない場合、金属検知回路４５
（比較回路１２）はロウ・レベルの判定信号ＳＧＪをシステム制御回路３２に出力する。
システム制御回路３２は、ロウ・レベルの判定信号ＳＧＪに応答して１次コイルＬ１を間
欠励磁駆動させるための励磁制御信号ＣＴを出力し、１次コイルＬ１を間欠励磁駆動させ
る。また、システム制御回路３２は、待機中であることを載置面２３に設けた表示ランプ
２７を青色にて点滅表示する。
【０１２０】
　そして、信号抽出回路４４から許可信号ＥＮが出力された時、システム制御回路３２は
、給電を要求している機器Ｅが給電エリアＡＲｚに載置されていると判断する。そして、
システム制御回路３２は、１次コイルＬ１を連続励磁駆動させるための励磁制御信号ＣＴ
し、同１次コイルＬ１を機器Ｅを給電するために連続励磁駆動させる。また、システム制
御回路３２は、載置面２３に設けた表示ランプ２７を青色に点灯表示させる。
【０１２１】
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　次に、上記のように構成した第２実施形態は、第１実施形態の効果に加えて以下の効果
を有する。
　（１）上記実施形態によれば、金属検知回路４５が、発振電流Ｉｔの周波数の歪み（高
調波成分）に基づいて、金属からなる物体ＯＢを検知した時、システム制御回路３２は機
器Ｅへの給電を行わないようにした。従って、給電エリアＡＲｚに載置された金属からな
る物体ＯＢが誘導加熱されるのを未然に防止できる。
（第３実施形態）
　以下、本発明を具体化した非接触給電装置の実施形態を図面に従って説明する。本実施
形態は、第２実施形態の給電装置２１の１次コイルＬ１と金属検知コイルＬｓを一体化し
て具体化した点に特徴を有する。詳述すると、本実施形態の給電装置２１は、１次コイル
Ｌ１が金属検知コイルＬｓを兼用するため、第２実施形態の図５で示した金属検知コイル
Ｌｓを省略した点に特徴を有する。そのため、その特徴部分を詳細に説明し、第１実施形
態及び第２実施形態と共通部分は、説明の便宜上、符号を同じにして説明する。
【０１２２】
　図８に示すように、給電装置２１は、四角形の板状の筐体２２を有し、その上面が平面
であって機器Ｅを載置する載置面２３を形成している。載置面２３は、１つの四角形状の
給電エリアＡＲｚが区画形成されている。筐体２２内であって、区画形成された給電エリ
アＡＲｚに対応する位置に、図９に示すように、給電エリアＡＲｚの外形形状にあわせて
四角形状に巻回された１次コイルＬ１が配置されている。１次コイルＬ１は、筐体２２内
に設けられたＥ級増幅回路５０（図１０参照）と接続され、同Ｅ級増幅回路５０にて励磁
駆動される。
【０１２３】
　また、載置面２３には、電源スイッチ２６が設けられ、電源スイッチ２６を操作するこ
とによって給電装置２１を非接触給電動作させることができる。また、載置面２３には、
表示ランプ２７が設けられ、表示ランプ２７によって給電装置２１の動作状態が表示され
るようになっている。さらに、載置面２３には、ブザーＢｚが設けられ、ブザーＢｚの駆
動によって給電装置２１の動作状態が報知されるようになっている。
【０１２４】
　図１０は、本実施形態の給電装置２１の電気的構成を説明するための電気回路を示す。
　処理回路１３は、Ｅ級増幅回路５０に接続され、Ｅ級増幅回路５０に対して、１次コイ
ルＬ１に予め設定した単一の基本周波数からなる正弦波の発振電流Ｉｔを流すための、ク
ロック信号ＣＬＫを出力する。
【０１２５】
　Ｅ級増幅回路５０は、公知の増幅回路であって、ＮチャネルＭＯＳトランジスタＱ１０
、第４及び第５コンデンサＣ４，Ｃ５、第１及び第２インダクタンスコイルＬｘ１，Ｌｘ
２、及び整合回路５１等で構成されている。
【０１２６】
　ＭＯＳトランジスタＱ１０は、そのドレイン端子が第１インダクタンスコイルＬｘ１を
介して直流電圧Ｖｄｄのプラス端子に接続され、そのソース端子が接地されている。ＭＯ
ＳトランジスタＱ１０のゲート端子は、処理回路１３に接続され、同処理回路１３からク
ロック信号ＣＬＫが入力されるようになっている。また、ドレイン端子とソース端子間に
は、第４コンデンサＣ４が接続されている。さらに、ＭＯＳトランジスタＱ１０のドレイ
ン端子は、第５コンデンサＣ５、第２インダクタンスコイルＬｘ２、整合回路５１を介し
て１次コイルＬ１の一端と接続されている。なお、１次コイルＬ１の他端は接地されてい
る。
【０１２７】
　そして、処理回路１３からクロック信号ＣＬＫが出力されると、Ｅ級増幅回路５０は、
ＭＯＳトランジスタＱ１０がオン・オフする。これによって、第４及び第５コンデンサＣ
４，Ｃ５が充放電を繰り返すとともに、第１及び第２インダクタンスコイルＬｘ１，Ｌｘ
２にて１次コイルＬ１に流れる電流が電流制御される。そして、１次コイルＬ１には、単
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一の基本周波数からなる正弦波の１次電流（発振電流Ｉｔ）が供給される。そして、１次
コイルＬ１は、単一の基本周波数からなる正弦波の１次電流（発振電流Ｉｔ）にて励磁駆
動されると、単一の基本周波数からなる正弦波の電磁波を放射し電磁誘導にて機器Ｅの２
次コイルＬ２に２次電力を給電する。
【０１２８】
　つまり、処理回路１３のクロック信号ＣＬＫのクロック周期によって、１次コイルＬ１
を励磁駆動する正弦波の発振電流Ｉｔの基本周波数が決定される。
　そして、本実施形態の基本周波数は、載置面２３に機器Ｅが載置された時、機器Ｅの２
次コイルＬ２との間で共振、即ち整合（マッチング）する周波数であって、予め設定され
た周波数である。
【０１２９】
　従って、載置面２３に機器Ｅが載置された場合には、１次コイルＬ１と機器Ｅの２次コ
イルＬ２との間で整合が図られているため、機器Ｅから１次コイルＬ１への反射波はない
。その結果、１次コイルＬ１に流れる発振電流Ｉｔは歪まない。そのため、その基本周波
数が乱されることはなく、基本周波数成分以外の高調波（２倍波、３倍波、…、…）成分
を含まないことになる。そして、給電効率の高い給電が行われる。
【０１３０】
　ちなみに、給電エリアＡＲｚに何も載置されていない時（機器Ｅがないオープンの時）
、１次コイルＬ１と空間的に結合されるものが存在しないことによって、１次コイルＬ１
への反射波はない。その結果、同様に、１次コイルＬ１に流れる発振電流Ｉｔは歪むこと
はない、そのため、１次コイルＬ１は、基本周波数が乱されることはなく、基本周波数成
分以外の高調波（２倍波、３倍波、…、…）成分を含まない。
【０１３１】
　また、載置面３に金属からなる物体ＯＢが載置された場合には、金属は１次コイルＬ１
からの基本周波数からなる電磁波の磁気エネルギーを受け取り、金属に渦電流が発生する
。この金属に発生する渦電流に伴う磁束の影響が、基本周波数を乱すノイズとなる。
【０１３２】
　つまり、空間に対して整合（マッチング）が取れていたが、金属の存在により整合がず
れ、１次コイルＬ１から放射されていた電磁波のエネルギーの一部が金属検知コイルＬｓ
に反射する。
【０１３３】
　これによって、１次コイルＬ１に流れる発振電流Ｉｔは、歪み基本周波数が乱され、基
本周波数成分以外の高調波（２倍波、３倍波、…、…）成分を含むことになる。
　１次コイルＬ１の一端には、高調波レベル検出回路１１は接続され、１次コイルＬ１に
流れる発振電流Ｉｔを入力する。
【０１３４】
　高調波レベル検出回路１１は、ハイパスフィルタ回路１１ａと増幅回路１１ｂを有して
いる。
　ハイパスフィルタ回路１１ａは、発振電流Ｉｔに含まれる基本周波数に電流成分をカッ
トし、発振電流Ｉｔに含まれる基本周波数の高調波の電流成分をフィルタリングして濾波
信号ＳＨＦとして増幅回路１１ｂに出力する。
【０１３５】
　つまり、ハイパスフィルタ回路１１ａは、基本周波数成分以外の高調波成分からなる濾
波信号ＳＨＦを増幅回路１１ｂに出力する。
　詳述すると、載置面２３に何も存在していない場合には、発振電流Ｉｔはその基本周波
数が乱され歪むことはなく、基本周波数成分以外の高調波成分を含まないことにないこと
から、発振電流Ｉｔはカットされ、濾波信号ＳＨＦが増幅回路１１ｂに出力されない。
【０１３６】
　同様に、載置面２３に機器Ｅが載置された場合には、発振電流Ｉｔは基本周波数が乱さ
れ歪むことはなく、基本周波数成分以外の高調波数成分を含まないことにないことから、
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発振電流Ｉｔはカットされ、濾波信号ＳＨＦが増幅回路１１ｂに出力されない。
【０１３７】
　一方、載置面２３に金属からなる物体ＯＢが載置された場合には、発振電流Ｉｔはその
基本周波数が乱されて歪む。これによって、基本周波数成分以外の高調波成分が含まれる
ことから、この高調波成分からなる濾波信号ＳＨＦが増幅回路１１ｂに出力される。
【０１３８】
　増幅回路１１ｂは、濾波信号ＳＨＦを予め定めた増幅率にて増幅し、検出電圧Ｖｓとし
て次段の比較回路１２のコンパレータ回路１２ａに出力する。
　比較回路１２のコンパレータ回路１２ａは、一方の入力端子に増幅回路１１ｂからの検
出電圧Ｖｓを入力し、他方の入力端子には基準電圧生成回路１２ｂから基準電圧Ｖｋを入
力する。
【０１３９】
　基準電圧Ｖｋは、載置面３に金属からなる物体ＯＢが載置された時におけるこの高調波
成分からなる濾波信号ＳＨＦを増幅回路１１ｂが増幅した検出電圧Ｖｓを検出できる電圧
であって予め実験、試験、計算等で設定した値である。
【０１４０】
　比較回路１２のコンパレータ回路１２ａは、検出電圧Ｖｓと基準電圧Ｖｋを比較する。
そして、比較回路１２は、検出電圧Ｖｓが基準電圧Ｖｋ以上のとき、給電エリアＡＲｚに
金属からなる物体ＯＢがあるとして、ハイ・レベルの判定信号ＳＧＪを処理回路１３に出
力する。反対に、比較回路１２は、検出電圧Ｖｓが基準電圧Ｖｋ未満のとき、給電エリア
ＡＲｚに非金属からなる物体ＯＢあるとして、ロウ・レベルの判定信号ＳＧＪを処理回路
１３に出力する。
【０１４１】
　処理回路１３は、比較回路１２からハイ・レベルの判定信号ＳＧＪが出力されている時
、載置面３に金属からなる物体ＯＢが載置されているとして、載置面２３に設けた表示ラ
ンプ２７を赤色に点灯表示させるとともに、ブザーＢｚを駆動させる。これによって、載
置面２３に金属からなる物体ＯＢが載置されていることを視認することができるとともに
、ブザーＢｚの鳴動によって確認できる。
【０１４２】
　反対に、処理回路１３は、比較回路１２からロウ・レベルの判定信号ＳＧＪが出力され
ている時、載置面３に金属からなる物体ＯＢが載置されていないとして、載置面２３に設
けた表示ランプ２７を青色に点灯表示させる。また、このとき、処理回路１３は、ブザー
Ｂｚを鳴動させない。これによって、載置面２３に載置面３に金属からなる物体ＯＢが載
置されていないことを視認することがきるとともに、ブザーＢｚの鳴動しないことによっ
て確認できる。
【０１４３】
　次に、上記のように構成した給電装置２１の作用について説明する。
　今、載置面２３設けた電源スイッチ２６をオン操作すると、Ｅ級増幅回路５０に直流電
圧Ｖｄｄが印加されとともに、処理回路１３から、Ｅ級増幅回路５０にクロック信号ＣＬ
Ｋが出力される。Ｅ級増幅回路５０は、クロック信号ＣＬＫに応答して１次コイルＬ１に
、基本周波数からなる発振電流Ｉｔを流し、１次コイルＬ１を励磁駆動させる。
【０１４４】
　そして、載置面２３に金属からなる物体ＯＢが載置されていない場合、比較回路１２は
ロウ・レベルの判定信号ＳＧＪを処理回路１３に出力する。処理回路１３は、ロウ・レベ
ルの判定信号ＳＧＪに応答して、載置面２３に設けた表示ランプ２７を青色にて点灯表示
させる。また、このとき、処理回路１３は、ブザーＢｚを鳴動させない。
【０１４５】
　これによって、載置面２３に金属からなる物体ＯＢが載置されていないとして、機器Ｅ
を載置して給電可能な状態であると確認できる。そして、表示ランプ２７の青色表示を見
て、載置面２３に機器Ｅを載置すれば給電が行われる。
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【０１４６】
　このとき、１次コイルＬ１と機器Ｅの２次コイルＬ２は整合（マッチング）がとれてい
るため、１次コイルＬ１への反射波はなく、表示ランプ２７は青色に点灯表示されている
とともに、ブザーＢｚは鳴動しない。
【０１４７】
　一方、載置面２３に金属からなる物体ＯＢが載置されている場合には、比較回路１２は
ハイ・レベルの判定信号ＳＧＪを処理回路１３に出力する。処理回路１３は、ハイ・レベ
ルの判定信号ＳＧＪに応答して、載置面２３に設けた表示ランプ２７を赤色に点灯表示さ
せるとともに、ブザーＢｚを鳴動させる。
【０１４８】
　これによって、載置面２３に金属からなる物体ＯＢが載置されていると確認できる。そ
して、載置面２３に載置されている金属からなる物体ＯＢを除去する。金属からなる物体
ＯＢを除去すると、処理回路１３は、載置面２３に設けた表示ランプ２７を青色にて点灯
表示させるとともに、ブザーＢｚの鳴動を停止させる。
【０１４９】
　そして、このブザー音の停止を確認するとともに、表示ランプ２７の青色表示を見て、
載置面２３に機器Ｅを載置すれば給電が行われる。
　また、載置面２３に載置された機器Ｅを給電中に、同載置面２３に金属からなる物体Ｏ
Ｂが載置された場合、処理回路１３は、載置面２３に設けた表示ランプ２７を赤色に点灯
表示させるとともに、ブザーＢｚを鳴動させる。これによって、給電中に、載置面２３に
金属からなる物体ＯＢが載置されたことを確認することができる。そして、載置面２３に
載置されている金属からなる物体ＯＢを除去する。金属からなる物体ＯＢを除去すると、
処理回路１３は、載置面２３に設けた表示ランプ２７を青色にて点灯表示させるとともに
、ブザー音を停止させる。
【０１５０】
　そして、ブザー音の停止を確認するとともに、表示ランプ２７の青色表示を見て、載置
面２３に機器Ｅを載置すれば正常の給電が再開される。
　次に、上記のように構成した第３実施形態は、第１実施形態及び第２の実施形態の効果
に加えて以下の効果を有する。
【０１５１】
　上記実施形態によれば、１次コイルＬ１にて金属検知コイルＬｓを兼用でき、回路規模
を小型化でき、装置全体の構造も簡略化できる。
　尚、上記実施形態は以下のように変更してもよい。
【０１５２】
　○上記第１及び第２実施形態では、発振回路１０として、コルピッツ発振回路にて実施
した。これを、例えば、ハートレー発振回路、クランプ発振回路、フルブリッジ回路、電
圧制御発振器（ＶＣＯ）等、要は単一の基本周波数からなる正弦波を発振できる発振回路
で実施してもよい。
【０１５３】
　○上記第１～第３実施形態では、ハイパスフィルタ回路１１ａは、基本周波数に対する
高調波（２倍波、３倍波、…、…）の全ての電流成分をフィルタリングし濾波信号ＳＨＦ
として出力した。これを、例えば、２倍波の高調波のみを濾波信号ＳＨＦとしてフィルタ
リングしたり、２倍波と３倍波を濾波信号ＳＨＦとしてフィルタリングするハイパスフィ
ルタ回路にて実施してもよい。
【０１５４】
　○上記第１～第３実施形態では、高調波レベル検出回路１１を、ハイパスフィルタ回路
１１ａと増幅回路１１ｂにて実施した。これに替えて高調波レベル検出回路１１を、高速
フーリエ変換回路（ＦＦＴ回路）にて実施してもよい。この場合、高速フーリエ変換回路
にて、発振電流Ｉｔから高調波成分を抽出し、その抽出した高調波成分の検出レベルを検
出信号として比較回路に出力し、その検出レベルと予め定めた基準値と比較するようにす
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る。
【０１５５】
　そして、検出レベルが基準値より大きい時、金属からなる物体ＯＢが検知エリアＡＲ又
は給電エリアＡＲｚに載置されていることを判定することによって、第１～第３実施形態
と同様の金属検知ができる。
【０１５６】
　○上記第１及び第２実施形態では、発振回路１０が単一の基本周波数からなる正弦波の
発振電流Ｉｔを金属検知コイルＬｓに流すことを前提としている。
　しかしながら、厳密に発振回路１０が単一の基本周波数からなる正弦波の発振電流Ｉｔ
を金属検知コイルＬｓに流すことが精度上困難で、発振電流Ｉｔに高調波を含む場合が生
じる。
【０１５７】
　このような場合、発振回路１０が、単一の基本周波数からなる正弦波の発振電流Ｉｔに
高調波を含むことを前提として、金属の有無による反射波に基づく発振電流Ｉｔの高調波
の変化に注目する方法も考慮する必要がある。
【０１５８】
　つまり、上記のように、単一の基本周波数からなる正弦波の発振電流Ｉｔに対する金属
の有無による反射に基づく高調波成分（これをＮ倍波という。２倍波、３倍波、…）が発
生する。
【０１５９】
　さらに加えて、単一の基本周波数からなる正弦波の発振電流Ｉｔに含まれる高調波に対
する金属の有無による反射に基づく高調波成分（これをＭ倍波という。２倍波、３倍波、
…）が発生する。
【０１６０】
　そこで、高調波レベル検出回路１１は、フィルタ回路においてＮ倍波高調波成分、若し
くは、Ｎ倍波及びＭ倍波高調波成分（Ｎ，Ｍ＝２，３，４，…）の合成成分を取り出すフ
ィルタ回路としてバンドパスフィルタ回路を設ける必要がある。
【０１６１】
　なお、このＮ倍波及びＭ倍波高調波成分（Ｎ，Ｍ＝２，３，４，…）の合成成分は、予
め実験、シュミュレーション等で求め、バンドパスフィルタ回路のフィルタ係数を設定し
ている。
【０１６２】
　また、金属の有無において、金属がない場合にくらべ、金属がある方が２倍波成分の信
号が増加する場合のみならず、反対に減少する場合がある。この場合は、コンパレータ回
路１２ａにおいて、増幅回路１１ｂの検出電圧Ｖｓが基準電圧Ｖｋ以下になって、ロウ・
レベルの判定信号ＳＧＪを出力した時、処理回路１３（システム制御回路３２）は、金属
があると判断することになる。
【０１６３】
　なお、上記のことは、第３実施形態で示したＥ級増幅回路５０が、単一の基本周波数か
らなる正弦波の発振電流Ｉｔを１次コイルＬ１に流して実施する場合にも、応用して実施
してもよいことは勿論である。
【０１６４】
　○上記第２実施形態では、発振回路１０は、第１実施形態の図３に示す回路で構成され
、電源スイッチ２６のオン操作で直流電圧Ｖｄｄが印加されて、発振動作をするようにし
た。つまり、金属検知のタイミングは、電源スイッチ２６のオン操作で直流電圧Ｖｄｄが
印加されることによって開始されるようにした。
【０１６５】
　これを、（１）機器Ｅが載置されることを検知してから該機器Ｅに給電を開始するまで
の間、（２）機器Ｅへの給電中、（３）給電中に給電を短時間停止する間、のいずれかの
タイミングで発振回路１０を発振動作させて金属検知を行ってもよい。
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【０１６６】
　この場合、発振回路１０は、図１１又は図１２に示すように、システム制御回路３２か
らの指令信号ＣＴ１，ＣＴ２によって、直流電圧Ｖｄｄが印加されるタイミングが制御さ
れる。
【０１６７】
　図１１では、抵抗Ｒと第３コンデンサＣ３の並列回路と直流電圧Ｖｄｄのプラス端子と
の間に、ＮチャネルのＭＯＳトランジスタＱ１１を接続する。そして、システム制御回路
３２からＭＯＳトランジスタＱ１１のゲートにハイ・レベルの指令信号ＣＴ１を出力する
ことによって、上記のいずれかのタイミングで発振し金属検知を行うことができる。
【０１６８】
　図１２では、バイポーラトランジスタＱ１のエミッタ端子とグランドとの間に、Ｎチャ
ネルのＭＯＳトランジスタＱ１２を接続する。そして、システム制御回路３２からＭＯＳ
トランジスタＱ１２のゲートにハイ・レベルの指令信号ＣＴ２を出力することによって、
同様に、上記のいずれかのタイミングで発振し金属検知を行うことができる。
【０１６９】
　○上記第２実施形態では、金属検知コイルＬｓを独立して設けたが、金属検知コイルＬ
ｓを省略し、１次コイルＬ１にて兼用させるように実施してもよい。この場合、金属検知
回路４５の発振回路１０が、フルブリッジ回路４１にて代用でき、１次電流検出回路４３
からの１次電流の相対する検出信号が発振電流Ｉｔとして高調波レベル検出回路１１に出
力されることになる。従って、非接触給電装置２１の回路規模を小型化できる。
【０１７０】
　○上記第２実施形態では、給電エリアＡＲｚが１つであって、その給電エリアＡＲｚに
１つの１次コイルＬ１と１つの金属検知コイルＬｓを設けた非接触給電装置２１に具体化
した。
【０１７１】
　これを、図１３に示すように、非接触給電装置２１の載置面２３に複数の給電エリアＡ
Ｒｚを形成する。そして、その各給電エリアＡＲｚに１次コイルＬ１と金属検知コイルＬ
ｓをそれぞれ設け、どの給電エリアＡＲｚに機器Ｅを載置しても給電が可能な、所謂、フ
リーレイアウトの非接触給電装置２１に応用してもよい。
【０１７２】
　また、図１３に示す非接触給電装置２１では、１つのシステム制御回路３２が全ての給
電ユニット回路３４を統括制御する構成にしているが、各給電ユニット回路３４に対して
、個々にシステム制御回路３２を設けて実施してもよい。
【０１７３】
　このようなフリーレイアウトの非接触給電装置２１は、図１４に示すように、各給電エ
リアＡＲｚ毎に設けられた各給電ユニット回路３４が、１つのシステム制御回路３２にて
統括制御されることによって、低コスト化、小型化を図ることができる。
【０１７４】
　勿論、このフリーレイアウトの非接触給電装置２１の場合においても、発振回路１０を
、図１１又は図１２に示すように、システム制御回路３２からの指令信号ＣＴ１，ＣＴ２
によって、金属検知タイミングを制御するようにしてもよい。
【０１７５】
　○上記第１及び第２実施形態では、報知手段として表示ランプ７，２７を用いたが、ブ
ザーであってもよい。この場合、金属の有無によって、音色を替えて実施することが考え
られる。
【０１７６】
　○上記第３実施形態では、報知手段として表示ランプ２７とブザーＢｚを用いたが、い
ずれか一方であってもよい。
【符号の説明】
【０１７７】
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　１…金属検知装置、２…筐体、３…載置面、６…電源スイッチ、７…表示ランプ（報知
手段）、１０…発振回路、１１…高調波レベル検出回路、１１ａ…ハイパスフィルタ回路
（フィルタ回路）、１１ｂ…増幅回路、１２…比較回路、１２ａ…コンパレータ回路、１
２ｂ…基準電圧生成回路、１３…処理回路、ＡＲ…検知エリア、Ｌｓ…金属検知コイル、
Ｉｔ…発振電流、ＯＢ…物体、Ｖｓ…検出電圧（信号レベル）、Ｖｋ…基準電圧（基準値
）、Ｖｄｄ…直流電圧、ＳＧＪ…判定信号、Ｑ１…バイポーラトランジスタ、Ｃ１～Ｃ５
…第１～第５コンデンサ、ＳＨＦ…濾波信号、Ｒ…抵抗、２１…非接触給電装置、２２…
筐体、２３…載置面、２６…電源スイッチ、２７…表示ランプ、２８…受電回路、２８ａ
…整流回路、２８ｂ…通信回路、３１…電源回路、３２…システム制御回路、３３…不揮
発性メモリ、３４…給電ユニット回路、４１…フルブリッジ回路、４２…ドライブ回路、
４３…１次電流検出回路、４４…信号抽出回路、４５…金属検知回路、５０…Ｅ級増幅回
路（励磁回路）、Ｅ…電気機器、ＡＲｚ…給電エリア、Ｃ，Ｃｘ…共振コンデンサ、Ｌ１
…１次コイル、Ｌ２…２次コイル、Ｌｘ１，Ｌｘ２…第１、第２インダクタンスコイル、
Ｑａ～Ｑｄ，Ｑ１０，Ｑ１１，Ｑ１２…ＭＯＳトランジスタ、ＰＳａ～ＰＳｄ…駆動信号
、ＣＴ…励磁制御信号、ＣＴ１，ＣＴ２…指令信号、ＥＮ…許可信号、ＩＤ…機器認証信
号、ＲＱ…励磁要求信号、Ｂｚ…ブザー（報知手段）、ＣＬＫ…クロック信号。

【図１】

【図２】

【図３】
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